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Jan Szmidt urodził się 3 grudnia 1952 roku
w Bił goraju, gdzie ukończył szkołę podsta wo -
 wą i w 1971 roku liceum ogólno kształ cą ce. Jest
absolwentem Wydziału Elektroniki Poli tech -
ni ki Warszawskiej. Dyplom magistra inżyniera
elektronika uzyskał w 1976 roku i w tym sa mym
roku rozpoczął pracę w Ins ty tucie Tech no lo gii
Elektronowej (noszącym obec nie na zwę Ins ty -
tutu Mikroelektroniki i Op to elek tro ni ki), w któ -
rym pracuje do dziś, aktualnie na stanowisku
profesora zwy  czajnego.

W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk
technicznych z wyróżnieniem za roz pra wę
Wła ściwości elektrofizyczne warstw węglo-
wych z azotku boru wytwarzanych me todą re -
aktywno-impulsowo-plazmową na pod łożu
krze mowym. Stopień doktora habilitowanego
uzyskał w 1995 roku na podstawie monografii
Diamentopodobne warstwy wę glo we wy twa -
rzane metodami plazmowymi na potrzeby mi -
kroelektroniki.

W latach 1985–2002 kierował zespołem
dy daktycznym oraz zespołem laboratoriów
„Przy  rządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie
Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę
zawodową w Naukowo-Produkcyjnym Cen -
trum Półprzewodników CEMI w War sza wie,
a w 1990 roku — w Carnegie Mellon Uni ver -
si ty (USA).

Jego zainteresowania badawcze dotyczą
za stosowania technik plazmowych w szeroko
rozumianych procesach technologicznych
struk tur półprzewodnikowych. Przez wiele lat
koncentrowały się one na wytwarzaniu na no -
 krystalicznych i amorficznych warstw ma te ria -
łów na bazie węgla oraz azotków i tlenków.
Wszechstronna charakteryzacja ich wła ści wo -

ści elektrofizycznych, pozwoliła mu na kons -
tru kcję przyrządów półprzewodnikowych (kon -
 densatorów, tranzystorów MIS, bipolarnych
przy rządów mocy i fotoogniw) z udziałem tych
warstw. Do jego oryginalnych osiąg nięć moż -
 na zaliczyć: do miesz kowanie nano krys ta licz -
nych warstw diamentowych i azotków; analizę
wpływu różnych rodzajów plazmy w procesach
czy szczenia powierzchni i nakładania warstw
na stan fizykochemiczny obszaru przejścio we -
go warstwa– podłoże i samej warstwy; współ -
udział w opracowaniu technologii wy twa rza -
nia biokompatybilnych pokryć z na no krys ta licz -
nego diamentu na różnych pod łożach, w tym
na wszczepy i implanty me dyc zne; pierwsze
działające konstrukcje tranzystorów z udziałem
warstw diamentowych i z azotku boru.

Odrębnym obszarem jego zainteresowań
sta   ła się nowa generacja podłoży dla mikro elek   -
troniki i optoelektroniki (SiC, GaN), w szcze   gól -
ności modyfikacja ich powierzchni, głębokie
trawienie, a przede wszystkim plaz mo we wy -
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twarzanie warstw dielektrycznych, pasywu ją cy
i zabezpieczających dla przyrządów wy twa -
rza  nych w tych materiałach.

Zespół badawczy, którym kieruje, wyko rzy -
stuje jego doświadczenie technologiczno-kon -
strukcyjne do wytwarzania struktur, przyrzą -
dów i układów na potrzeby techniki sen so rowej
i mikrosystemowej, zarówno w technologii mo -
nolitycznej, jak i hybrydowej. Do tyczy to prac
związanych z projektowaniem, wytwarzaniem
i badaniami czujników, mat ryc czujników,
gło wic pomiarowych mikroelektronicznych
i opto elektro nicz nych, zwłaszcza pracują cych
w trud nych i nietypowych warunkach oraz
w za sto so waniach biomedycznych.

Jan Szmidt był inicjatorem, kierownikiem
i koordynatorem projektu badawczego za ma -
 wianego Nowe technologie na bazie węg lika
krzemu i ich zastosowania w elektronice wiel -
kich częstotliwości, dużych moce i wy so kich
temperatur, realizowanego w latach 2007–
–2010 przez 19 ośrodków naukowych z ca łej
Polski. Aktualnie współpracuje on z Ins ty tu tem
Technologii Materiałów Elek tro nicz nych, Ins -
ty tutem Technologii Elektronowej, Ins tytutem
Tele- i Radiotechnicznym, Ins ty tu tem Fizyki
Pol skiej Akademii Nauk, Insty tu tem Wy so kich
Ciśnień Polskiej Akademii Nauk oraz z ze spo -
łami naukowymi kilku polskich politechnik.

Jest współautorem i autorem dwóch mo -
nografii i dziesięciu rozdziałów w książkach
polsko- i anglojęzycznych, wydanych przez
NATO ASI Series, Kluwer Academic Pub li shers
i Elsevier, oraz ponad 400 publikacji nau ko -
wych, z czego ponad 100 artykułów w ta kich
cza sopismach, jak: „Diamond Related Ma -
 te rials”, „Thin Solid Films”, „Journal of Cry stal
Growth”, „Chaos Solu tions & Frac tals”, „Solid
Sta te Electronics”, „Applied Phy sics Letters”
i „Sur face Science” oraz prawie 200 refera-
tów na międzynarodowych konferencjach
nau ko wych.

Jan Szmidt brał udział w realizacji kilku
mię dzynaro do wych projektów badawczych.
Jest współ autorem lub autorem 11 zgłoszeń pa -
tentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji
pro jektów badawczych. Był członkiem komi -
te tów organizacyjnych i programowych kil ku -
 na stu konferencji naukowych. Jest promoto-
rem 8 roz praw doktorskich oraz opiekunem
naukowym kolejnych kilku doktorantów. Za
dzia łalność naukową był nagradzany Na gro dą
Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Aka -
demii Nauk (1997) oraz wieloma Nagrodami
Rek tora Po li techniki Warszawskiej za dzia łal -
ność na u kową, dydaktyczną lub organizacyjną;
otrzymał także nagrody na targach innowacji
i wy  nalazków w Pittsburgu, Londynie, Bu da -

pesz  cie i Damaszku. Był recenzentem ponad
20 roz praw doktorskich i habilitacyjnych oraz
wielu wniosków awansowych w uczelniach
tech nicznych całej Polski.

Jest autorem lub współautorem programów
oraz wykładowcą takich przedmiotów, jak:
„Pod stawy elektroniki półprzewodników”,
„Elek  tronika ciała stałego”, „Fizyka ciała sta łe -
 go”, „Przyrządy półprzewodnikowe”, „Tech   no -
logia struktur GaAs”, „Za awan so wa ne tech no -
logie mikroelektroniczne i op toelek tro nicz ne”,
„Nanotechnologie” oraz „Na no struk tury i na no -
 systemy”. Prowadził także wykłady z za kre su
technologii mikroelektronicznych w Po li tech -
ni ce Łódzkiej. Był inicjatorem i jest opie ku nem
naukowym Koła Nau kowego Mikroelektroniki
i Nanoelektroniki.

Od 1993 roku jest członkiem Sekcji Mi kro -
elektroniki Komitetu Elektroniki i Tele ko mu ni -
kacji Polskiej Akademii Nauk, od 1996 roku
— członkiem tego Komitetu i jego sekretarzem
naukowym, a od 2003 roku przewodniczą cym
Sekcji Technologii Elek tro nowej i Materiałów
Elektronicznych tego Komi te tu. Był członkiem
kilku komisji Senatu Poli techniki War szaw -
skiej, wielokrotnym peł nomocnikiem Rektora
Politechniki War szaw skiej, prodziekanem Wy -
działu Elek tro niki i Technik Informacyjnych
(2002–2005), a od 2008 jest dziekanem tego
Wydziału.

Nauczycielami i wzorami naukowymi Jana
Szmidta byli: profesor Andrzej Jaku bow ski, któ -
ry jest jego szefem przez cały czas pracy za wo -
dowej, oraz profesor Aleksandra Soko łow ska,
z którą realizował większość swo ich planów
na ukowych. Wspólnie z nią i pro fesorem Sta ni -
sławem Miturą stworzyli interdyscyplinarny zes -
pół pracujący nieprzerwanie od ponad 25 lat.

W latach 1976–1980 był członkiem ZNP,
a następnie członkiem i organizatorem NSZZ
„So lidarność” w Politechnice Warszawskiej.
W latach 1980 –1981 był jednym z założy cie -
li Spółdzielni Mieszkaniowej PSM „Ideal ne
Mieszkanie”, działającej w środowisku pra cow -
ników Politechniki Warszawskiej i był jej pre -
zesem przez 21 lat.

Jest odznaczony Złotą Odznaką SZSP, Zło tą
Odznaką Centralnego Związku Bu dow nic twa
Mieszkaniowego, Brązowym, Srebr nym i Zło -
tym Krzyżem Zasługi oraz Me da lem Edukacji
Narodowej, a także Zło tym Medalem Ka pi tu ły
Akademii Polskiego Suk ce su.

Jego hobby to aktywność oraz wszelkie
do stępne sporty. Interesuje się historią Polski
i his torią naturalną. Grał na saksofonie i z upo   -
dobaniem śpiewa. Jest żonaty, ma troje dzieci.
Kocha przyrodę, a szczególnie leśne ostępy
wy brzeża Bałtyku.
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